
新技術の概要

Hf系材料の積層構造から成るMONOS型不揮発性メモリ

用途分野

特許情報

本技術のアピールポイント

Hf系高誘電率薄膜およびHf系ゲート電極を用いたMONOS構造とHfO2強誘電体
の分極の電荷蓄積を利用した、分極/電荷蓄積融合型不揮発性多値メモリを実現

ブロック酸化膜に強誘電性HfO2を採用することに
より、強誘電体の分極とMONOS構造の電荷蓄積
を利用した、分極/電荷蓄積融合型の不揮発性多値
メモリを実現している

不揮発性メモリ素子
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